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Cu2ZnSnS4 polycrystal growth by the solid phase method  
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4元系化合物 Cu2ZnSnS4（CZTS）は，その構成元素に希少元素，有毒元素を含まず，約 1.5 eV

のバンドギャップと約 10
4 

cm
-1 の光吸収係数の特徴を有する次世代太陽電池材料として有望な

ポテンシャルを持っている．しかし，現状変換効率は 8.4%程[1]であり，そのポテンシャルを十

分に発揮できていない．そのため，より高い効率を得るために，高品質な薄膜を作製する必要

がある．本研究では高品質薄膜の作製を目指し，CZTS の多結晶成長から作製した多結晶をタ

ーゲットそして用いた PLD (Pulse laser deposition)法による薄膜成長までを一貫して行い，作製

条件の最適化について検討している． 

今回 CZTS多結晶の作製について主に発表する．CZTS 多結晶は固相法によって作製し，純度

5Nの Cu，Zn，S の粉末原料と 4N の Snの粉末原料を使用した．最初に CZTS 多結晶作製の加

熱時間（加熱温度 980 ºC一定，加熱時間 48 h，72 h，96 h）について検討を行った．Fig. 1 に

XRD パターンを示す．96 hまで加熱時間を増加すると CZTS多結晶の異相がほとんど消滅し，

ほぼ CZTSの kesterite構造パターンを示したていることがわかる．Fig. 2に PLスペクトルを示

す．スペクトルの解析結果などについても発表を行う． 
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Fig. 1. XRD patterns of CZTS polycrystals 

grown for 48, 72, and 96 h at 980 ºC. 

 

Fig.2. PL spectra of CZTS polycrystals 

grown for 48, 72, and 96 h at 980 ºC. 
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